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C60イオンスパッタリングを用いた異種ポリマー界面の XPS 深さ方向分析

 
はじめに 

異なる材料が接する界面において、各構成元素の

化学状態およびその分布を知ることは、材料の機能

を制御する上で非常に重要であると考えられる。XPS

を用いて界面を観察する方法として、イオンスパッタ

リングを用いた深さ方向分析が挙げられるが、ポリマ

ーを対象としたときに、一般的に用いられる Ar イオン

では試料損傷が激しく、特に化学状態に関する情報

を得ることが困難であった。ここでは、ポリマーの低損

傷スパッタリングが可能な C60 イオンをスパッタ源に用

い、XPS でポリマー／ポリマー界面における構成元

素の化学状態を深さ方向分析により確かめた例を紹

介する。 

 

実験 

試料には、ポリスチレン（PSt）基材上にウレタン接

着剤を塗布、硬化させたものを用いた。この試料から

ウレタン接着剤を剥離し、ウレタン接着剤層側の剥離

面側から深さ方向分析を実施した。 実験は C60 イオ

ン 銃 (PHI 06-C60) を 搭 載 し た XPS 装 置 （ PHI 

Quantera SXMTM）を用いて行った。 

結果 

図 1 に得られた各元素の深さ方向プロファイルを

示す。図 2 には、C 1s スペクトルの深さ方向に対する

変化をモンタージュにより示した。（紙面手前が表面） 

C 1s スペクトル形状から、PSt 基材とウレタン接着剤を

明瞭に区別することが可能（図 2 拡大スペクトル参

照）で、試料表面における組成は PSt となっているこ

とが分かった。 この結果から剥離はウレタン（接着

剤）と PSt 基材の界面ではなく、PSt 基材側で起きて

いることが分かる。深さ方向プロファイルから、この

PSt 層が約 20nm であることも分かった。また PSt 層で、

O の存在も確認された。図 3 には、得られた結果から

予想される試料の模式図を示した。 

 

 

図 2  C1s スペクトルの深さ方向分析結果（モンタージュ表示） 

図 1  C60イオンスパッタリングを用いた PSｔ／ウレタン

接着界面のデプスプロファイル 
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まとめ 

 C60イオンスパッタリングを用いた低損傷 XPS 深さ方

向分析をポリマー／ポリマー界面へ応用した一例と

して、ウレタン接着剤／PSt 基材界面の分析結果を

紹介した。今回の結果では、接着剤／基材界面にお

ける構成元素の組成や化学状態に関する情報を深

さ方向に得られることが分かった。有機物の低損傷ス

パッタリングが可能な C60 イオンビーム技術は様々な

分野への応用が検討されているが、今回のように異

なる種類のポリマー／ポリマー界面において、それぞ

れの層における化学状態や相互拡散の様子を定量

的に扱うことが可能な XPS との組み合わせは、最も

有効な応用例の一つと考えられる。今後も益々の発

展が期待される。 
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図 3 ウレタン接着剤剥離の模式図 
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